Model:

1. Polynomial: 多項式近似 (物理的な意味はない)
パラメータ: S, polynomial: c0, c1, c2, c3
  S: 電極面積(cm-2)
電流: I = S(c0 + c1 * V + c2 * V2 + c3 * V3 )

2. Ohmic/SCLC: オームの法則＋空間電荷制限電流 (加成則を仮定)
パラメータ: S, semiconductor: d, er, ohmic/SCLC: s, u
　S: 電極面積(cm-2)
　d: 電極間距離 (cm)
　er: 半導体の比誘電率εr (ε0)
　s: 電気伝導度σ (S/cm)
　u: 移動度μ (cm2/Vs)
電流: I = (s*S/d) * V + sign(V) * 9/8 * u * er * e0 / d3 * S * V2
      sign(V) =  1, V>=0
                -1, V<0

3. SymForwardSchottky: 二重Schottky障壁(順方向), 粒界など

パラメータ: S, semiconductor: er, junction: phiSBH, n
T, metal: EF, A*, semiconductor: EC, junction: Is0

　S: 電極面積(cm-2)

　er: 半導体の比誘電率εr (ε0)
　phiSBH: Schottky障壁高さφB =φm – ECs (プログラム上は連動していない)

　n: ダイオード因子

T: 温度

metal:EF: 金属のフェルミ準位φm
metal:A*: 有効Richardmann定数A*
semiconductor:EC: 半導体の伝導帯端(電子親和力) ECs
junction:Is0: Schottky接合の飽和電流 Is0 = S * A* * T2 * exp(-φB/kBT)

　電流: I = Is0 * (exp(eV/nkBT) - exp(-eV/nkBT)) / 2.0

4. SymReverseSchottky: 半導体層に一様電場がかかっているときの二重Schottky障壁(逆方向)

パラメータ: S, semiconductor: er, junction: phiSBH, Vd, n, kbs
T, metal: EF, A*, semiconductor: EC, junction: Is0, bs

　S: 電極面積(cm-2)

　er: 半導体の比誘電率εr (ε0)
　phiSBH: Schottky障壁高さφB =φm – ECs (プログラム上は連動していない)

　Vd: 半導体の内蔵電位Vd =φm –φs (プログラム上は連動していない)

　n: ダイオード因子

　kbs: βsの係数 kβs。Schottky効果では1.0、Pool-Frenkel効果では2.0

T: 温度

metal:EF: 金属のフェルミ準位φm
metal:A*: 有効Richardmann定数A*
semiconductor:EC: 半導体の伝導帯端(電子親和力) ECs
semiconductor:EF: 半導体のフェルミ準位φm
junction:Is0: Schottky接合の飽和電流 Is0 = S * A* * T2 * exp(-φB/kBT)

junction:bs: Schottky効果の係数βs = √(e/4πεrε0)

　電流: I = Is0 * [exp(e kβsβsr√(E)/kBT) – 1.0], E >= 0.0

　         -Is0 * [exp(e kβsβsr√(E)/kBT) – 1.0], E < 0.0

5. SymReverseNDSchottky: 半導体層の枯渇層を考慮した二重Schottky障壁(逆方向)

パラメータ: S, semiconductor: er, ND  junction: phiSBH, Vd, n, kbs
T, metal: EF, A*, semiconductor: EC, junction: Is0, bs

　S: 電極面積(cm-2)

　er: 半導体の比誘電率εr (ε0)
　phiSBH: Schottky障壁高さφB =φm – ECs (プログラム上は連動していない)

　Vd: 半導体の内蔵電位Vd =φm –φs (プログラム上は連動していない)

　n: ダイオード因子

　kbs: βsの係数 kβs。Schottky効果では1.0、Pool-Frenkel効果では2.0

T: 温度

metal:EF: 金属のフェルミ準位φm
metal:A*: 有効Richardmann定数A*
semiconductor:EC: 半導体の伝導帯端(電子親和力) ECs
semiconductor:EF: 半導体のフェルミ準位φm
semiconductor:ND: 半導体のドナー密度ND (プログラム上はEF等と連動していない)

junction:Is0: Schottky接合の飽和電流 Is0 = S * A* * T2 * exp(-φB/kBT)

junction:bs: Schottky効果の係数βs = √(e/4πεrε0)

　電流: I = Is0 * [exp(e kβsβsr√(E)/kBT) – 1.0], E >= 0.0

　         -Is0 * [exp(e kβsβsr√(E)/kBT) – 1.0], E < 0.0
